
ΕΕ-2031 – ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ & ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

ΒΑ΢ΙΚΔ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ΢ 

Σκήκα Ηλεκηρονικής 

Σίηινο Μαζήκαηνο ΦΤ΢ΙΚΗ ΣΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ & ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ 

Κσδηθόο Μαζήκαηνο EE-2031 

Θεσξία / Δξγαζηήξην  Θεσξία + Δξγαζηήξην 

Δμάκελν Γηδαζθαιίαο 2
ν
 

Πηζησηηθέο κνλάδεο 5.5 

Ώξεο Γηδαζθαιίαο 3Θ+2Δ 

Φόξηνο Δξγαζίαο 165 

Τπνρξεσηηθό / Δπηινγήο  Τπνρξεσηηθό 

Τπεύζπλνο Μαζήκαηνο Γήκνο Σξηάληεο 

Γηδάζθσλ  Γήκνο Σξηάληεο 

Δπηθνπξηθό Πξνζσπηθό  

Σξόπνο  Γηδαζθαιίαο Θεσξεηηθή Γηδαζθαιία, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο, 

Δξγαζίεο, Δμεηάζεηο 

Αμηνιόγεζε Θεσξεηηθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο: 

1 έσο 2 Δξγαζίεο (25%), ηειηθή εμέηαζε (75%). 

Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο: 4 έσο 6 εξγαζίεο (60%),  

ηειηθή εμέηαζε (40%). 

Βαζκόο καζήκαηνο: κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ζεσξεηηθνύ 

θαη εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο.  

Πξναπαηηνύκελα 

 
Γελ είλαη απαξαίηεην 

  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

΢κοπός:  

Ο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ βαζηθή θαηαλόεζε ησλ ζεκειησδώλ 

ηδηνηήησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εκηαγσγώλ θαη πώο απηέο 

ζπληειέζαλ ζηελ ηαρύηαηε αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ειεθηξνληθώλ δνκώλ θαη 

δηαηάμεσλ από εκηαγσγνύο.  

 

Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

 Γλώζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ειεθηξνλίσλ εληόο ησλ ζηεξεώλ πιηθώλ θαη πσο ε 

ζπκπεξηθνξά απηή απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ δηάθξηζε ησλ πιηθώλ ζε κεηαιιηθά 

πιηθά, εκηαγσγνύο, κνλσηέο. 

 Καηαλόεζε ησλ ηερλνινγηθώλ δηεξγαζηώλ αιιαγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 



εκηαγσγώλ ώζηε λα θαηαζηνύλ θαηάιιεινη γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθώλ δηαηάμεσλ. 

 Καηαλόεζε ηνπ κεγάινπ πιενλεθηήκαηνο ηεο ηερλνινγίαο ησλ εκηαγσγώλ έλαληη ηεο 

παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ ιπρληώλ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

θαηαπιεθηηθή κείσζε ησλ θπζηθώλ δηαζηάζεσλ ησλ εκηαγσγηθώλ δηαηάμεσλ. 

 Γλώζε ηεο θπζηθήο ιεηηνπξγίαο δνκώλ επαθώλ p-n, δηπνιηθνύ transistor επαθήο, FET 

θαη MOS. 

 Απόθηεζε ηθαλνηήησλ αμηνπνίεζεο βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ από απιά επηζηεκνληθά 

άξζξα κε δπλαηόηεηα πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο παξνπζίαζεο. 

Ανηικείμενα ποσ καλύπηονηαι: 

 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Δπηζηήκεο ησλ πιηθώλ κε έκθαζε ζηνπο εκηαγσγνύο θαη ηα 

δηειεθηξηθά. Γηαγξάκκαηα ελεξγεηαθώλ δσλώλ. Σαμηλόκεζε πιηθώλ ζε κέηαιια, 

εκηαγσγνύο, κνλσηέο. 

 Ηιεθηξηθή αγσγηκόηεηα ζηα ζηεξεά: Μέηαιια θαη ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα. 

Θεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε εηδηθήο αληίζηαζεο. Καλόλαο Mathiessen. 

Τπεξαγσγηκόηεηα θαη ππεξαγώγηκα πιηθά. 

 Ηιεθηξηθή αγσγηκόηεηα κε κεηαιιηθώλ πιηθώλ κε έκθαζε ζηνπο εκηαγσγνύο 

(ελδνγελείο θαη εμσγελείο). Ιδηόηεηεο εκηαγσγώλ θαη θπζηθή ζπκπεξηθνξά. 

Θεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηεο αγσγηκόηεηαο εκηαγσγώλ. 

 Φαηλόκελν Hall, εθαξκνγέο. Φαηλόκελα δηάρπζεο θνξέσλ. 

 Οπηηθή απνξξόθεζε. 

 Ηκηαγώγηκεο δνκέο θαη δηαηάμεηο: επαθέο p-n, δηπνιηθά transistor επαθήο (BJT), 

FET- επαθήο,  transistor MOS θαη δηαηάμεηο MIS (metal – insulator – 

semiconductor), επαθέο Schottky, θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, ζεξκνειεθηξηθέο 

ςήθηξεο, δίνδνη εθπνκπήο θσηόο (LED). 

 Δηζαγσγή ζηνπο νξγαληθνύο εκηαγσγνύο θαη εθαξκνγέο. 

 

 

Δργαζηηριακές Αζκήζεις 

Η εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 12 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ εζηηαζκέλσλ ζηα βαζηθόηεξα αληηθείκελα ηεο ζεσξεηηθήο 

δηδαζθαιίαο. Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο απνζθνπνύλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

δηδαζθόκελεο ζεσξίαο κέζσ πεηξακαηηθώλ δηαδηθαζηώλ αιιά θαη κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ ινγηζκηθώλ πξνζνκνίσζεο. Οη αζθήζεηο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πάλσ 

ζηα αθόινπζα αληηθείκελα : 

 Μειέηε θαηλνκέλσλ αγσγηκόηεηαο εκηαγσγώλ. 

 Θεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε αγσγηκόηεηαο ζηεξεώλ. 

 Πξνζδηνξηζκόο ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο εκηαγσγνύ Ge. 

 Μειέηε θαηλνκέλνπ Hall ζε εκηαγσγνύο θαη κέηαιια. 

 Μειέηε ζεξκνειεθηξηθώλ θαηλνκέλσλ ζε εκηαγσγνύο θαη κέηαιια 

 Μειέηε θσηνβνιηατθνύ ζηνηρείνπ. 

 Μειέηε ζπκπεξηθνξάο ειεθηξνληθώλ δηαηάμεσλ από εκηαγσγνύο (Γίνδνο Ρ-Ν,  

Σξαλδίζηνξ BJT, JFET, MOS). 

 

Γιδακηικές και Μαθηζιακές δραζηηριόηηηες 



 

Οι μέθοδοι διδαζκαλίας περιλαμβάνοσν: 

Α) Γηαιέμεηο.  

Β) Φξνληηζηήξηα πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζε επίιπζε αζθήζεσλ αιιά θαη ζε 

επηδείμεηο εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ ζρεηηθνύ κε ηνλ ειεθηξηθό ραξαθηεξηζκό πιηθώλ 

θαη ειεθηξνληθώλ δηαηάμεσλ. 

Γ)  Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.  

 

Οι μαθηζιακές δραζηηριόηηηες περιλαμβάνοσν 

 Δπίιπζε αζθήζεσλ, ζπγγξαθή νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ εξγαζηώλ, αηνκηθή 

κειέηε θαη γξαπηέο εμεηάζεηο. 

 Υξήζε από ηνπο ζπνπδαζηέο εξγαζηεξηαθώλ νξγάλσλ θαη πιηθώλ. ΢ύλζεζε ηεο 

πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα δηεμαγσγή κεηξήζεσλ. Λήςε κεηξήζεσλ, 

επεμεξγαζία απηώλ, ππνινγηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη θαη ζύληαμε ηερληθήο 

έθζεζεο. 

 

 

Βιβλιογραθία 

 

 

Διιεληθή: 

1. Αξρέο ειεθηξνληθώλ πιηθώλ θαη δηαηάμεσλ, Safa Kasap, Δθδόζεηο 

Παπαζσηεξίνπ, 2004, ISBN: 978-960-7530-56-1 

2. Δηζαγσγή ζηελ Ηιεθηξνληθή, Σόκπξαο Γηώξγνο, Δθδόζεηο  Γίαπινο Α.Δ., 2006 

3. ΢εκεηώζεηο καζήκαηνο, Φυσική των Ημιαγωγών & Διατάξεων, Γ. Σξηάληεο 

 

 

Ξελόγισζζε: 

1. Physics of semiconductor devices, S.M. Sze, Wiley, 2002 

 

 

  



EE-2031 – SEMICONDUCTOR & DEVICE PHYSICS 

 
BASIC INFORMATION 

Department Electronics 

Course Title Semiconductor & Device Physics 

Course Code EE-2031 

Theory /Lab  Theory + Lab 

Semester 2nd 

ECTS Credit Units 5.5 

Teaching Hours 3 Theory + 2 Lab 

Working Load 165 

Obligatory / By Choice  Obligatory  

Unit Leader Dimos Triantis 

Teacher  Dimos Triantis 

Assistants  

Teaching Lectures, Lab Exercises, Tutorials, Projects, Exams 

Assessment Theory: 

1 to 2 projects (25%), final exam (75%) 

Lab: 

4-6 lab exercises (60%), final exam (40%)  

Overall course grade: 

Average of theory and lab grades.  

Prerequisites 
 

None 

  

 
DESCRIPTION 

 

 

Aim: Purpose of this course is contribute to basic understanding of 
fundamental properties and characteristics of semiconductors, as well as to 
reveal how these properties led to the rapid development of semiconductor 
electronic structures and devices.  

 

 



Learning Outcomes 

Knowledge of behavior of electrons in solids and how this behavior leads to 
distinguishing between metals, semiconductors and insulators.  

Understanding of technological processes for controlling semiconductor 
properties, in order to make these materials suitable for specific applications 
within the frame of electronic device fabrication. 

Understanding the great advantage of semiconductor technology over 
previous electron tube technology, due to remarkable size reduction of 
semiconductor devices.  

Knowledge of physical principles governing structures like p-n junction, bipolar 
junction transistor, FET and MOS.  

Development of the ability to extract basic information from introductory 
scientific articles, as well as to make oral and written presentations.  

 

 

Topics Covered 

- Basic concepts of materials science with emphasis on 

semiconductors and dielectrics. Energy band diagrams. Material 

classification: metals, semiconductors and insulators. 

- Electric conductivity in solids: Metals and electric conductivity. 

Temperature dependence of special resistivity. Mathiessen’s rule. 

Superconductivity and superconducting materials.  

- Electric conductivity in non-metals with emphasis in semiconductors 

(both intrinsic and extrinsic). Properties of semiconductors and their 

physical characteristics. Temperature dependence of conductivity in 

semiconductors.  

- Hall effect and applications. Carrier diffusion effects.  

- Optical absorption. 

- Semiconductor structures and devices: p-n junctions, bipolar junction 

transistors (BJT), junction FET, MOS transistor and metal-insulator-

semiconductor (MIS) devices, Schottky junctions, collar cells, 

thermoelectric coolers, light emitting diodes (LED).  

- Introduction to organic semiconductors and their applications. 

 



Laboratory Exercises 

Laboratory training of students carrying 12 laboratory exercises focused on 
key items of theoretical courses. The laboratory exercises are designed to 

approximate the theory taught through selected experimental procedures 

and using appropriate software simulation. The exercises will be oriented 

on the following items: 

 Effects of semiconductor conductivity 

 Temperature dependence of conductivity of solids 

 Measurement of energy gap of Ge 

 Hall effect in semiconductors and metals 

 Study of thermoelectric effects in semiconductors and metals 

 Solar cell studies 

 Behavior of semiconductor electronic devices (P-N diodes, 

transistors: BJT, JFET, MOS) 

 

Teaching and learning activities 

 

 

Teaching methods include: 

A) Lectures  

B) Tutorials, mainly for supervised exercise solving, but also including the 
demonstration of research equipment for the electric characterization of 
materials and electronic devices.   

C) Laboratory exercises 

Student’s activities include: 

 Exercise solving, completing individual and group projects, self- study, 
written examinations 

 Use of laboratory instruments and hardware-material. Construction of 
experimental apparatuses for obtaining measurements. Data collection, 
treatment and analysis, completion of all relevant calculations and 
writing of technical reports.  

 

 



Resources 
 

 
1. Principles of Electronic Materials and Devices, Safa Kasap, McGraw-

Hill, 2006 
2. Physics of semiconductor devices, S.M. Sze, Wiley, 2002 
3. Introduction to Electronics, G. Tombras, Diaulos, 2006 (In Greek) 
4.  Lecture notes, D. Triantis 

 

 

 


